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【手続補正書】
【提出日】平成28年8月5日(2016.8.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】発明の名称
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の名称】半導体装置
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
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　半導体基板と、
　前記半導体基板上方の第１の酸化物半導体膜と、
　前記第１の酸化物半導体膜上方の第２の酸化物半導体膜と、
　前記第２の酸化物半導体膜上方の第３の酸化物半導体膜と、を有し、
　前記第２の酸化物半導体膜は、結晶構造を有し、
　前記第２の酸化物半導体膜の伝導帯下端は、前記第１の酸化物半導体膜の伝導帯下端に
比べて真空準位から深く、
　前記第２の酸化物半導体膜の伝導帯下端は、前記第３の酸化物半導体膜の伝導帯下端に
比べて真空準位から深いことを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　半導体基板と、
　前記半導体基板の一部をチャネル形成領域として含む第１のトランジスタと、
　前記第１のトランジスタ上方の絶縁膜と、
　前記絶縁膜上方の第２のトランジスタと、を有し、
　前記第２のトランジスタは、
　　第１の酸化物半導体膜と、
　　前記第１の酸化物半導体膜上方の第２の酸化物半導体膜と、
　　前記第２の酸化物半導体膜上方の第３の酸化物半導体膜と、を有し、
　前記第２の酸化物半導体膜は、結晶構造を有し、
　前記第２の酸化物半導体膜の伝導帯下端は、前記第１の酸化物半導体膜の伝導帯下端に
比べて真空準位から深く、
　前記第２の酸化物半導体膜の伝導帯下端は、前記第３の酸化物半導体膜の伝導帯下端に
比べて真空準位から深いことを特徴とする半導体装置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２において、
　前記第１の酸化物半導体膜及び前記第３の酸化物半導体膜に含まれるＳｉの濃度は、３
×１０１８／ｃｍ３以下であり、
　前記第１の酸化物半導体膜及び前記第３の酸化物半導体膜に含まれる炭素の濃度は、３
×１０１８／ｃｍ３以下であることを特徴とする半導体装置。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか一において、
　前記第２の酸化物半導体膜は、当該膜の表面と略垂直な方向にｃ軸が配向した結晶を含
むことを特徴とする半導体装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか一において、
　前記第３の酸化物半導体膜は、当該膜の表面と略垂直な方向にｃ軸が配向した結晶を含
むことを特徴とする半導体装置。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか一において、
　前記第２の酸化物半導体膜は、局在準位による吸収係数が３×１０－３／ｃｍ以下であ
ることを特徴とする半導体装置。
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